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1. Ismertesse a szilérdha|mazállapot jellegzetes anyagformáit, valamint a kristályos anyagok

|eírására alkalmazottMiller _ Bravais rendszeft. Mutassa be az alapvető elemi félvezetők (Si,

Ge) kristály szerkezetét, röviden ismeftesse a fémes, ionos, atomos, molekula kristályokat.

Foglalja össze a kristálytanban alkalmazott sűrűség fogalmakat.

2. Mutassa be az anyagkettős természetét alátámasztó kísérleti bizonyítékokat. Ismertesse a

kristályos anyagok sávszerkezetét, Jellemezze az intrinszik (szerkezeti) és az extrinszik,
(adalékolt) féIvezető anyagokat. Í4a ret a folytonossági egyenletet, térjen ki a különböző

komponensek ismertetésére,

3. Ismertesse a bipoláris tranzisztot működési elvét és a pn átmenet (dióda) potenciáldiagramját,

áram-feszültség karakterisztlkáját.Yázol1a a bipoláris tranzisztor példáján az IC technolÓgia

főbb lépéseit (planáris tranzisztor, ellenállás és kondenzátor elŐállítása).

4. Ismertesse a MOS FET (térvezérlésűtranzisztor) működési elvét, és a komplementáris MOS
(CM9S) tranzisztoros inverter működését. A CMOS inverter példáján vázolja a CMOS IC főbb

technológia lépéseit.

5. Ismefiesse a fenyelektromos eszközök alapvető csoportjait, mutassa be a fotodióda, a

fényemittáló dióda és a 1ézerdióda közötti eltéréseket.

6. Ismefiesse a félvezetőknél alkalm azott alapanyag előállítási, valamint a kristálynövesztési és

tisztítási (Czochralski és Bridgman módszer, zőnás tisztítás) eljárásokat.

1. Ismertesse a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, mikroelektronikai érzékelők)

előállításáná1 a|kalmazott rétegépítési módszereket (folyadékfázísű, gőzfázisú és

molekulasugaras epitaxia).

8. Ismertesse a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, mikroelektronikai érzékelŐk)

előállitásánál alkalmazott rétegleválasztási módszereket (vákuumpárologtatás, porlasztás,

kémiai gőzfázisű epitaxia, szilíciumdioxid termikus növesztése).

g. Mutassa be a nanotechnikában is alkalmazott atomréteges leválasztás módszerét (ALD),
ismefiesse az egyéb CVD módszerekkel szembeni előnyeit!

10. Ismertesse aplazmaszórásos (Plasma Spray Deposition) technológiát,helyezze eI a

réte glevála sztási elj árások k<izott !

1 1. Ismeftesse azintegrá|t áramköri technológiában alkalmazott díffűziós adalékolás folYamatát,

hasonlítsa őssze az állandó felületi koncentráciő és az állandó adalékmennyiség esetén

kialakítható profilokat !

12. Ismertesse az ionimpl antáIás folyamatát, előnyeit a diffuziós eljárásokkal szemben, Ya|amint az

ionimplantációs berendezés v ézlatos felépítését!



13. Ismertesse a mikroelektronikai, illetve mikrotechnológiai rajzo|at- és ábrakialakítási
módszereket. Ismertesse a fotolito gráfta képalkotó módszereit.

I4. Mutassa be elektronlitográfia folyamatát és jellegzetességeit. Ismeftesse az elektronlitográfiai
berendezés felépítését. Hasonlítsa össze az elektron-, Röntgen- és ionlitográftaimődszereket!

1 5. Ismertesse az alapvető rétegeltávolítási módszereket, hasonlítsa össze a nedveskémiai valamint
a plazma-marás o s te chni kákat !

16. Ismertesse a mikroelektromechanikai rendszerek és eszközök (MEMS) fobb jellemzőit és

működési elveit. Mutasson példát MEMS alkalmazásokra.

17. Ismertesse a fontosabb MEMSA{EMS technológiai eljárásokat (tömbi és felületi
mikromegmunkálás). Mutassa be az áIdozati réteg szerepét.

18. Mutassa be a LIGA technológiát, valamint a meleg dombornyomás módszerét, alkalmazási
lehetőségeiket!

19. Ismertesse a FinFET szerkezetet, neyezze meg jellegzetes alkalmazását, mutassa be előállítási
folyamatát!

20. Mutassa be a szén-alapú nano-anyagokat és előállításuk lehetőségeit!


